
JP 2014-183025 A 2014.9.29

10

(57)【要約】
【課題】表示装置における外光反射を低減する。
【解決手段】反射電極１０２Ｇと、透明電極１０３Ｇと
、隔壁１０４と、前記隔壁および前記透明電極上に形成
されたＥＬ層１０５と、前記ＥＬ層上に形成された半透
過電極１０６と、前記半透過電極上の有色層１０８Ｇを
具備し、発光領域１１２Ｇは、少なくとも一部が前記透
明電極、前記ＥＬ層、前記半透過電極、および前記有色
層と重畳するように形成され、非発光領域１１３Ｇは、
少なくとも一部が前記透明電極、前記隔壁、前記ＥＬ層
、および前記有色層と重畳するように形成され、前記非
発光領域が前記発光領域を囲むように形成され、前記透
明電極と前記ＥＬ層とを合わせた光学距離は、有色層の
色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整され
、前記非発光領域における前記隔壁の光学距離は、有色
層を透過して入射される外光を弱めるべく調整される表
示装置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射電極と、
　前記反射電極上に形成された透明電極と、
　前記透明電極上に形成され、前記透明電極および前記反射電極を囲むように形成された
隔壁と、
　前記隔壁および前記透明電極上に形成された発光性の有機化合物を含む層と、
　前記発光性の有機化合物を含む層上に形成された半透過電極と、
　前記半透過電極上の有色層と、
を具備し、
　発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記
半透過電極、および前記有色層と重畳するように形成され、
　非発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を
含む層、および前記有色層と重畳するように形成され、
　前記非発光領域は前記発光領域を囲むように形成され、
　前記透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記有色層
の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整され、
　前記非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記有色層を透過して入射される外光
を弱めるべく、調整されることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記有色層の色の発光波長の１／２波
長の倍数になるように調整される
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　反射電極と、
　前記反射電極上に形成された透明電極と、
　前記透明電極および前記反射電極を囲むように形成された隔壁と、
　前記透明電極上に形成された発光性の有機化合物を含む層と、
　前記発光性の有機化合物を含む層上に形成された半透過電極と、
　前記半透過電極および前記隔壁上の有色層と、
を具備し、
　前記隔壁は屈折率の異なる第１の絶縁層と第２の絶縁層からなる積層膜であり、
　発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記
半透過電極、および前記有色層と重畳するように形成され、
　非発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を
含む層、および前記有色層と重畳するように形成され、
　前記非発光領域は前記発光領域を囲むように形成され、
　前記透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記有色層
の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整され、
　前記非発光領域における前記第２の絶縁層の光学距離は、前記有色層を透過して入射さ
れる外光を弱めるべく、調整されることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記第１の絶縁層の屈折率が前記第２の絶縁層の屈折率より小さい場合、前記第２の絶
縁層の光学距離は、前記透明電極の光学距離と前記有色層の色の発光波長の（２Ｎ－１）
／４倍（Ｎは自然数）との和になるように調整され、
　前記第１の絶縁層の屈折率が前記第２の絶縁層の屈折率より大きい場合、前記第２の絶
縁層の光学距離は、前記透明電極の光学距離と前記有色層の色の発光波長の１／２波長の
倍数との和になるように調整される
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　ことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記第１の絶縁層と前記第２の絶縁層の屈折率の差が０．１以上である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　請求項２または５において、
　前記有色層の色が緑色である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　第１の反射電極および第２の反射電極と、
　前記第１の反射電極上に形成された第１の透明電極と、
　前記第２の反射電極上に形成された第２の透明電極と、
　前記第１の透明電極上に形成され、前記第１の反射電極と前記第１の透明電極を囲むよ
うに形成された第１の隔壁と、
　前記第２の透明電極上に形成され、前記第２の反射電極と前記第２の透明電極を囲むよ
うに形成された第２の隔壁と、
　前記第１の隔壁、前記第２の隔壁、前記第１の透明電極および前記第２の透明電極上に
形成された発光性の有機化合物を含む層と、
　前記発光性の有機化合物を含む層上に形成された半透過電極と、
　前記半透過電極上の第１の有色層および第２の有色層と、
を具備し、
　第１の発光領域は、少なくとも一部が前記第１の透明電極、前記発光性の有機化合物を
含む層、前記半透過電極、および前記第１の有色層と重畳するように形成され、
　第１の非発光領域は、少なくとも一部が前記第１の透明電極、前記第１の隔壁、前記発
光性の有機化合物を含む層、および前記第１の有色層と重畳するように形成され、
　前記第１の非発光領域は前記第１の発光領域を囲むように形成され、
　前記第１の透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記
第１の有色層の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整され、
　前記第１の隔壁の光学距離は、前記第１の有色層を透過して入射される外光を弱めるべ
く調整され、
　第２の発光領域は、少なくとも一部が前記第２の透明電極、前記発光性の有機化合物を
含む層、前記半透過電極、および前記第２の有色層と重畳するように形成され、
　第２の非発光領域は、少なくとも一部が前記第２の透明電極、前記第２の隔壁、前記発
光性の有機化合物を含む層、および前記第２の有色層と重畳するように形成され、
　前記第２の非発光領域は前記第２の発光領域を囲むように形成され、
　前記第２の透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記
第２の有色層の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整され、
　前記第２の隔壁の光学距離は、前記第２の有色層を透過して入射される外光を弱めるべ
く、調整されていることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記第１の隔壁の光学距離は、前記第１の有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数に
なるように調整され、
　前記第２の隔壁の光学距離は、前記第２の有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数に
なるように調整される
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項７または８において、
　前記第１の隔壁は第１の絶縁層で構成され、
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　前記第１の絶縁層の光学距離は、前記第１の有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数
になるように調整され、
　前記第２の隔壁は、前記第１の絶縁層と第２の絶縁層からなる積層膜で構成され、
　前記第２の絶縁層の光学距離と前記第１の絶縁層の光学距離との合計が、前記第２の有
色層の色の発光波長の１／２波長の倍数になるように調整される
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項７乃至９のいずれか一項において、
　前記半透過電極上に形成され、前記第１の有色層と前記第２の有色層との間に形成され
た遮光部を有する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の表示装置を有する電子機器。
【請求項１２】
　反射電極上に透明電極を形成し、
　前記透明電極上に、前記透明電極および前記反射電極を囲むように隔壁を形成し、
　前記隔壁および前記透明電極上に発光性の有機化合物を含む層を形成し、
　前記発光性の有機化合物を含む層上に半透過電極を形成し、
　前記半透過電極上に有色層を配置する表示装置の製造方法であって、
　発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記
半透過電極、および前記有色層と重畳するように形成され、
　非発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を
含む層、および前記有色層と重畳するように形成され、
　前記透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記有色層
の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整し、
　前記非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記有色層を透過して入射される外光
を弱めるべく、調整することを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記有色層の色の発光波長の１／２波
長の倍数になるように調整される
　ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　反射電極上に透明電極を形成し、
　前記透明電極上に、前記透明電極および前記反射電極を囲むように、屈折率の異なる第
１の絶縁層と第２の絶縁層を積層してなる隔壁を形成し、
　前記隔壁および前記透明電極上に発光性の有機化合物を含む層を形成し、
　前記発光性の有機化合物を含む層上に半透過電極を形成し、
　前記半透過電極上に有色層を配置する表示装置の製造方法であって、
　少なくとも一部が前記透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記半透過電極、
および前記有色層と重畳してなる発光領域を形成し、
　少なくとも一部が前記透明電極、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を含む層、および
前記有色層と重畳してなる非発光領域を形成し、
　前記非発光領域は、前記発光領域を囲むように形成し、
　前記透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記有色層
の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整され、
　前記非発光領域における前記第２の絶縁層の光学距離は、前記有色層を透過して入射さ
れる外光を弱めるべく、調整することを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１４において、
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　前記第１の絶縁層の屈折率が前記第２の絶縁層の屈折率より小さい場合、前記第２の絶
縁層の光学距離は、前記透明電極の光学距離と前記有色層の色の発光波長の（２Ｎ－１）
／４倍（Ｎは自然数）との和になるように調整され、
　前記第１の絶縁層の屈折率が前記第２の絶縁層の屈折率より大きい場合、前記第２の絶
縁層の光学距離は、前記透明電極の光学距離と前記有色層の色の発光波長の１／２波長の
倍数との和になるように調整される
　ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　第１の発光領域および前記第１の発光領域を囲む第１の非発光領域に第１の反射電極を
形成し、且つ第２の発光領域および前記第２の発光領域を囲む第２の非発光領域に第２の
反射電極を形成し、
　前記第１の反射電極上に第１の透明電極を形成し、且つ前記第２の反射電極上に第２の
透明電極を形成し、
　前記第１の透明電極および前記第２の透明電極上に第１の膜厚の隔壁を形成し、
　前記第１の非発光領域の前記隔壁上に第１のフォトレジストを形成し、
　前記第１のフォトレジストをマスクとして前記隔壁をエッチングすることにより、前記
第１の非発光領域の前記隔壁を第１の膜厚に維持し、且つ前記第２の非発光領域の前記隔
壁を前記第１の膜厚より薄い第２の膜厚に形成し、
　前記第１のフォトレジストを除去し、
　前記第１の非発光領域および前記第２の非発光領域それぞれの前記隔壁上に第２のフォ
トレジストを形成し、
　前記第２のフォトレジストをマスクとして前記隔壁をエッチングすることにより、前記
第１の発光領域および前記第２の発光領域それぞれの前記隔壁を除去し、
　前記第２のフォトレジストを除去し、
　前記隔壁、前記第１の透明電極および前記第２の透明電極上に発光性の有機化合物を含
む層を形成し、
　前記発光性の有機化合物を含む層上に半透過電極を形成し、
　前記半透過電極上に第１の有色層および第２の有色層を配置する
　ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　第１の発光領域および前記第１の発光領域を囲む第１の非発光領域に第１の反射電極を
形成し、且つ第２の発光領域および前記第２の発光領域を囲む第２の非発光領域に第２の
反射電極を形成し、
　前記第１の反射電極上に第１の透明電極を形成し、且つ前記第２の反射電極上に第２の
透明電極を形成し、
　前記第１の非発光領域の前記第１の透明電極上および前記第２の非発光領域の前記第２
の透明電極上それぞれに第１の絶縁層を形成し、
　前記第２の非発光領域の前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成し、
　前記第１の非発光領域の前記第１の絶縁層上、前記第２の非発光領域の前記第２の絶縁
層上、前記第１の発光領域の前記第１の透明電極上および前記第２の発光領域の前記第２
の透明電極上に発光性の有機化合物を含む層を形成し、
　前記発光性の有機化合物を含む層上に半透過電極を形成し、
　前記半透過電極上に第１の有色層および第２の有色層を配置し、
　前記第１の絶縁層および前記第２の絶縁層は隔壁を構成する
　ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１６または１７において、
　前記第１の発光領域は、少なくとも一部が前記第１の透明電極、前記発光性の有機化合
物を含む層、前記半透過電極、および前記第１の有色層と重畳する領域であり、
　前記第１の非発光領域は、少なくとも一部が前記第１の透明電極、前記隔壁、前記発光
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性の有機化合物を含む層、および前記第１の有色層と重畳する領域であり、
　前記第１の発光領域における前記第１の透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層と
を合わせた光学距離は、前記第１の有色層の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件
に調整され、
　前記第１の非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記第１の有色層を透過して入
射される外光を弱めるべく調整され、
　前記第２の発光領域は、少なくとも一部が前記第２の透明電極、前記発光性の有機化合
物を含む層、前記半透過電極、および前記第２の有色層と重畳する領域であり、
　前記第２の非発光領域は、少なくとも一部が前記第２の透明電極、前記隔壁、前記発光
性の有機化合物を含む層、および前記第２の有色層と重畳する領域であり、
　前記第２の発光領域における前記第２の透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層と
を合わせた膜厚は、前記第２の有色層の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調
整され、
　前記第２の非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記第２の有色層を透過して入
射される外光を弱めるべく調整される
　ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１８において、
　前記第１の非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記第１の有色層の色の発光波
長の１／２波長の倍数になるように調整され、
　前記第２の非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記第２の有色層の色の発光波
長の１／２波長の倍数になるように調整される
　ことを特徴とする表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置およびその製造方法、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１２は、所謂マイクロキャビティ（微小光共振器）とカラーフィルタを有した構造（
以下、「ＷＴＣ構造」と記す。）を有する従来のＥＬパネルである。
【０００３】
　図１２に示すＥＬパネルは、第１の基板２１０２と、第１の基板２１０２上に形成され
た陽極としての反射電極２１１０と、反射電極２１１０上に形成され、且つ画素部（青）
２１７２に形成された陽極としての第１の透明電極２１１２と、反射電極２１１０上に形
成され、且つ画素部（緑）２１７４に形成された第２の透明電極２１１４と、反射電極２
１１０上に形成され、且つ画素部（赤）２１７６に形成された第３の透明電極２１１６と
、第１の透明電極２１１２、第２の透明電極２１１４、および第３の透明電極２１１６上
に形成された隔壁２１１８と、隔壁２１１８、第１の透明電極２１１２、第２の透明電極
２１１４、および第３の透明電極２１１６上に形成されたＥＬ層２１２０と、ＥＬ層２１
２０上に形成された陰極としての半透過電極２１２２と、第１の基板２１０２に対向して
配置された第２の基板２１５２と、を有する（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　また、第２の基板２１５２は、第２の基板２１５２上に形成されたカラーフィルタ（青
）（図１２にはＣＦ（Ｂ）と示す）、カラーフィルタ（緑）（図１２にはＣＦ（Ｇ）と示
す）、およびカラーフィルタ（赤）（図１２にはＣＦ（Ｒ）と示す）と、ＣＦ（Ｂ）、Ｃ
Ｆ（Ｇ）ＣＦ（Ｒ）の間に形成されたブラックマトリクスＢＭと、を有する。
【０００５】
　なお、図１２において、ブラックマトリクスＢＭが形成される部分をエリア２２０１と
して表し、画素部（青）２１７２の隔壁２１１８が形成されていない中央部（発光領域）
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をエリア２２０２として表し、画素部（緑）２１７４の隔壁２１１８が形成されていない
中央部（発光領域）をエリア２２０４として表し、画素部（赤）２１７６の隔壁２１１８
が形成されていない中央部（発光領域）をエリア２２０６として表し、画素部（青）２１
７２の隔壁２１１８が形成されている端部（非発光領域）をエリア２２０３として表し、
画素部（緑）２１７４の隔壁２１１８が形成されている端部（非発光領域）をエリア２２
０５として表し、画素部（赤）２１７６の隔壁２１１８が形成されている端部（非発光領
域）をエリア２２０７として表す。
【０００６】
　図１２に示すＥＬパネルでは、各エリア２２０１～２２０７で外光反射によるパネルの
表示品位が低下する問題（コントラスト低下、ＮＴＳＣ比低下等）が発生している。
【０００７】
　ここで、図１２に示すＥＬパネルに外光が入射される場合において、各エリア２２０１
～２２０７の反射率について測定した結果を図１３に示す。すなわち、反射率の大きさは
、非発光エリア２２０３，２２０５，２２０７＞発光エリア２２０２，２２０４，２２０
６＞ＢＭエリア２２０１となり、特にエリア２２０３，２２０５，２２０７の中でもカラ
ーフィルタ（緑）（ＣＦ（Ｇ））と重なる領域の反射率が大きいことがわかる。エリア２
２０３，２２０５，２２０７を占める領域の大きさは、パネル設計にもよるが、領域が大
きくなるにつれ、パネルの表示品位の低下への影響が大きくなるものと考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－０１２３７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の一態様は、表示装置における外光反射を低減することを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様は、非発光領域における表面反射を低減させるべく、非発光領域に形成
される隔壁の構造の改善を行うものである。詳細には、本発明の一態様は、隔壁により有
色層を透過して入射される外光を弱めるべく、前記非発光領域における前記隔壁の光学距
離が調整されることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の一態様は、反射電極と、前記反射電極上に形成された透明電極と、前記透明電
極上に形成され、前記透明電極および前記反射電極を囲むように形成された隔壁と、前記
隔壁および前記透明電極上に形成された発光性の有機化合物を含む層と、前記発光性の有
機化合物を含む層上に形成された半透過電極と、前記半透過電極上の有色層と、を具備し
、発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記
半透過電極、および前記有色層と重畳するように形成され、非発光領域は、少なくとも一
部が前記透明電極、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を含む層、および前記有色層と重
畳するように形成され、前記非発光領域は前記発光領域を囲むように形成され、前記透明
電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記有色層の色の発光
を強めるマイクロキャビティの条件に調整され、前記非発光領域における前記隔壁の光学
距離は、前記有色層を透過して入射される外光を弱めるべく、調整されることを特徴とす
る表示装置である。
【００１２】
　また、上記の本発明の一態様において、前記非発光領域における前記隔壁の光学距離（
前記隔壁の膜厚と屈折率の積）は、前記有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数になる
ように調整されるとよい。
【００１３】
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　本発明の一態様は、反射電極と、前記反射電極上に形成された透明電極と、前記透明電
極および前記反射電極を囲むように形成された隔壁と、前記透明電極上に形成された発光
性の有機化合物を含む層と、前記発光性の有機化合物を含む層上に形成された半透過電極
と、前記半透過電極および前記隔壁上の有色層と、を具備し、前記隔壁は屈折率の異なる
第１の絶縁層と第２の絶縁層からなる積層膜であり、発光領域は、少なくとも一部が前記
透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記半透過電極、および前記有色層と重畳
するように形成され、非発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極、前記隔壁、前記発
光性の有機化合物を含む層、および前記有色層と重畳するように形成され、前記非発光領
域は前記発光領域を囲むように形成され、前記透明電極と前記発光性の有機化合物を含む
層とを合わせた光学距離は、前記有色層の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に
調整され、前記非発光領域における前記第２の絶縁層の光学距離は、前記有色層を透過し
て入射される外光を弱めるべく、調整されることを特徴とする表示装置である。
【００１４】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の絶縁層の屈折率が前記第２の絶縁層
の屈折率より小さい場合、前記第２の絶縁層の光学距離（前記第２の絶縁層の膜厚と屈折
率との積）は、前記透明電極の光学距離と前記有色層の色の発光波長の（２Ｎ－１）／４
倍（Ｎは自然数）との和になるように調整され、前記第１の絶縁層の屈折率が前記第２の
絶縁層の屈折率より大きい場合、前記第２の絶縁層の光学距離は、前記透明電極の光学距
離と前記有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数との和になるように調整されるとよい
。
【００１５】
　なお、前記第１の絶縁層と前記第２の絶縁層の屈折率の差は、０．１以上であるとよい
。
【００１６】
　また、上記の本発明の一態様において、前記有色層の色が緑色であるとよい。
【００１７】
　本発明の一態様は、第１の反射電極および第２の反射電極と、前記第１の反射電極上に
形成された第１の透明電極と、前記第２の反射電極上に形成された第２の透明電極と、前
記第１の透明電極上に形成され、前記第１の反射電極と前記第１の透明電極を囲むように
形成された第１の隔壁と、前記第２の透明電極上に形成され、前記第２の反射電極と前記
第２の透明電極を囲むように形成された第２の隔壁と、前記第１の隔壁、前記第２の隔壁
、前記第１の透明電極および前記第２の透明電極上に形成された発光性の有機化合物を含
む層と、前記発光性の有機化合物を含む層上に形成された半透過電極と、前記半透過電極
上の第１の有色層および第２の有色層と、を具備し、第１の発光領域は、少なくとも一部
が前記第１の透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記半透過電極、および前記
第１の有色層と重畳するように形成され、第１の非発光領域は、少なくとも一部が前記第
１の透明電極、前記第１の隔壁、前記発光性の有機化合物を含む層、および前記第１の有
色層と重畳するように形成され、前記第１の非発光領域は前記第１の発光領域を囲むよう
に形成され、前記第１の透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距
離は、前記第１の有色層の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整され、前記
第１の隔壁の光学距離は、前記第１の有色層を透過して入射される外光を弱めるべく調整
され、第２の発光領域は、少なくとも一部が前記第２の透明電極、前記発光性の有機化合
物を含む層、前記半透過電極、および前記第２の有色層と重畳するように形成され、第２
の非発光領域は、少なくとも一部が前記第２の透明電極、前記第２の隔壁、前記発光性の
有機化合物を含む層、および前記第２の有色層と重畳するように形成され、前記第２の非
発光領域は前記第２の発光領域を囲むように形成され、前記第２の透明電極と前記発光性
の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記第２の有色層の色の発光を強めるマ
イクロキャビティの条件に調整され、前記第２の隔壁の光学距離は、前記第２の有色層を
透過して入射される外光を弱めるべく、調整されていることを特徴とする表示装置である
。
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【００１８】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の隔壁の光学距離（前記第１の隔壁の
膜厚と前記第１の隔壁の屈折率の積）は、前記第１の有色層の色の発光波長の１／２波長
の倍数になるように調整され、前記第２の隔壁（前記第２の隔壁の膜厚と前記第２の隔壁
の屈折率の積）の光学距離は、前記第２の有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数にな
るように調整されるとよい。
【００１９】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の隔壁は第１の絶縁層で構成され、
　前記第１の絶縁層の光学距離（前記第１の絶縁層の膜厚と屈折率の積）は、前記第１の
有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数になるように調整され、前記第２の隔壁は、前
記第１の絶縁層と第２の絶縁層からなる積層膜で構成され、前記第２の隔壁の光学距離で
ある前記第２の絶縁層の光学距離（前記第２の絶縁層の膜厚と屈折率の積）と前記第１の
絶縁層の光学距離との合計が、前記第２の有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数にな
るように調整されるとよい。
【００２０】
　また、上記の本発明の一態様において、前記半透過電極上に形成され、前記第１の有色
層と前記第２の有色層との間に形成された遮光部を有するとよい。
【００２１】
　また、本発明の一態様は、上述した表示装置を有する電子機器である。
【００２２】
　本発明の一態様は、反射電極上に透明電極を形成し、前記透明電極上に、前記透明電極
および前記反射電極を囲むように隔壁を形成し、前記隔壁および前記透明電極上に発光性
の有機化合物を含む層を形成し、前記発光性の有機化合物を含む層上に半透過電極を形成
し、前記半透過電極上に有色層を配置する表示装置の製造方法であって、発光領域は、少
なくとも一部が前記透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記半透過電極、およ
び前記有色層と重畳するように形成され、非発光領域は、少なくとも一部が前記透明電極
、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を含む層、および前記有色層と重畳するように形成
され、前記透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学距離は、前記有
色層の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整し、前記非発光領域における前
記隔壁の光学距離は、前記有色層を透過して入射される外光を弱めるべく、調整すること
を特徴とする表示装置の製造方法である。
【００２３】
　また、上記の本発明の一態様において、前記非発光領域における前記隔壁の光学距離（
前記隔壁の膜厚と屈折率の積）は、前記有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数になる
ように調整されるとよい。
【００２４】
　本発明の一態様は、反射電極上に透明電極を形成し、前記透明電極上に、前記透明電極
および前記反射電極を囲むように、屈折率の異なる第１の絶縁層と第２の絶縁層を積層し
てなる隔壁を形成し、前記隔壁および前記透明電極上に発光性の有機化合物を含む層を形
成し、前記発光性の有機化合物を含む層上に半透過電極を形成し、前記半透過電極上に有
色層を配置する表示装置の製造方法であって、少なくとも一部が前記透明電極、前記発光
性の有機化合物を含む層、前記半透過電極、および前記有色層と重畳してなる発光領域を
形成し、少なくとも一部が前記透明電極、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を含む層、
および前記有色層と重畳してなる非発光領域を形成し、前記非発光領域は、前記発光領域
を囲むように形成し、前記透明電極と前記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた光学
距離は、前記有色層の色の発光を強めるマイクロキャビティの条件に調整され、前記非発
光領域における前記第２の絶縁層の光学距離は、前記有色層を透過して入射される外光を
弱めるべく、調整することを特徴とする表示装置の製造方法である。
【００２５】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の絶縁層の屈折率が前記第２の絶縁層
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の屈折率より小さい場合、前記第２の絶縁層の光学距離（前記第２の絶縁層の膜厚と屈折
率との積）は、前記透明電極の光学距離と前記有色層の色の発光波長の（２Ｎ－１）／４
倍（Ｎは自然数）との和になるように調整され、前記第１の絶縁層の屈折率が前記第２の
絶縁層の屈折率より大きい場合、前記第２の絶縁層の光学距離は、前記透明電極の光学距
離と前記有色層の色の発光波長の１／２波長の倍数との和になるように調整されるとよい
。
【００２６】
　本発明の一態様は、第１の発光領域および前記第１の発光領域を囲む第１の非発光領域
に第１の反射電極を形成し、且つ第２の発光領域および前記第２の発光領域を囲む第２の
非発光領域に第２の反射電極を形成し、前記第１の反射電極上に第１の透明電極を形成し
、且つ前記第２の反射電極上に第２の透明電極を形成し、前記第１の透明電極および前記
第２の透明電極上に第１の膜厚の隔壁を形成し、前記第１の非発光領域の前記隔壁上に第
１のフォトレジストを形成し、前記第１のフォトレジストをマスクとして前記隔壁をエッ
チングすることにより、前記第１の非発光領域の前記隔壁を第１の膜厚に維持し、且つ前
記第２の非発光領域の前記隔壁を前記第１の膜厚より薄い第２の膜厚に形成し、前記第１
のフォトレジストを除去し、前記第１の非発光領域および前記第２の非発光領域それぞれ
の前記隔壁上に第２のフォトレジストを形成し、前記第２のフォトレジストをマスクとし
て前記隔壁をエッチングすることにより、前記第１の発光領域および前記第２の発光領域
それぞれの前記隔壁を除去し、前記第２のフォトレジストを除去し、前記隔壁、前記第１
の透明電極および前記第２の透明電極上に発光性の有機化合物を含む層を形成し、前記発
光性の有機化合物を含む層上に半透過電極を形成し、前記半透過電極上に第１の有色層お
よび第２の有色層を配置することを特徴とする表示装置の製造方法である。
【００２７】
　本発明の一態様は、第１の発光領域および前記第１の発光領域を囲む第１の非発光領域
に第１の反射電極を形成し、且つ第２の発光領域および前記第２の発光領域を囲む第２の
非発光領域に第２の反射電極を形成し、前記第１の反射電極上に第１の透明電極を形成し
、且つ前記第２の反射電極上に第２の透明電極を形成し、前記第１の非発光領域の前記第
１の透明電極上および前記第２の非発光領域の前記第２の透明電極上それぞれに第１の絶
縁層を形成し、前記第２の非発光領域の前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成し、前
記第１の非発光領域の前記第１の絶縁層上、前記第２の非発光領域の前記第２の絶縁層上
、前記第１の発光領域の前記第１の透明電極上および前記第２の発光領域の前記第２の透
明電極上に発光性の有機化合物を含む層を形成し、前記発光性の有機化合物を含む層上に
半透過電極を形成し、前記半透過電極上に第１の有色層および第２の有色層を配置し、前
記第１の絶縁層および前記第２の絶縁層は隔壁を構成することを特徴とする表示装置の製
造方法である。
【００２８】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の発光領域は、少なくとも一部が前記
第１の透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記半透過電極、および前記第１の
有色層と重畳する領域であり、前記第１の非発光領域は、少なくとも一部が前記第１の透
明電極、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を含む層、および前記第１の有色層と重畳す
る領域であり、前記第１の発光領域における前記第１の透明電極と前記発光性の有機化合
物を含む層とを合わせた光学距離は、前記第１の有色層の色の発光を強めるマイクロキャ
ビティの条件に調整され、前記第１の非発光領域における前記隔壁の光学距離は、前記第
１の有色層を透過して入射される外光を弱めるべく調整され、前記第２の発光領域は、少
なくとも一部が前記第２の透明電極、前記発光性の有機化合物を含む層、前記半透過電極
、および前記第２の有色層と重畳する領域であり、前記第２の非発光領域は、少なくとも
一部が前記第２の透明電極、前記隔壁、前記発光性の有機化合物を含む層、および前記第
２の有色層と重畳する領域であり、前記第２の発光領域における前記第２の透明電極と前
記発光性の有機化合物を含む層とを合わせた膜厚は、前記第２の有色層の色の発光を強め
るマイクロキャビティの条件に調整され、前記第２の非発光領域における前記隔壁の光学
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距離は、前記第２の有色層を透過して入射される外光を弱めるべく調整されるとよい。
【００２９】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の非発光領域における前記隔壁の光学
距離（前記隔壁の膜厚と前記隔壁の屈折率の積）は、前記第１の有色層の色の発光波長の
１／２波長の倍数になるように調整され、前記第２の非発光領域における前記隔壁の光学
距離（前記隔壁の膜厚と前記隔壁の屈折率の積）は、前記第２の有色層の色の発光波長の
１／２波長の倍数になるように調整されるとよい。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の一態様を適用することで、表示装置における外光反射を低減することにより、
表示品位の高い表示装置またはその製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一態様である表示装置を説明する図。
【図２】本発明の一態様である表示装置を説明する図。
【図３】本発明の一態様である表示装置を説明する図。
【図４】本発明の一態様である表示装置を説明する図。
【図５】本発明の一態様である表示装置の作製方法を説明する図。
【図６】本発明の一態様である表示装置の作製方法を説明する図。
【図７】本発明の一態様である表示装置の作製方法を説明する図。
【図８】本発明の一態様である表示装置の作製方法を説明する図。
【図９】本発明の一態様である表示装置の作製方法を説明する図。
【図１０】本発明の一態様である表示装置の作製方法を説明する図。
【図１１】本発明の一態様であるＥＬ層を説明する図。
【図１２】従来の表示装置を説明する図。
【図１３】従来の表示装置の反射率の測定結果を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の態様について図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下
の説明に限定されず、本発明の趣旨およびその範囲から逸脱することなくその形態および
詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下
に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００３３】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、本発明の表示装置の一態様について、図１（Ａ）、（Ｂ）を用いて
説明する。
【００３４】
　本実施の形態に係る表示装置の構造例を図１に示す。図１（Ａ）は、表示装置の画素領
域の一部を示す上面図であり、図１（Ｂ）は、図１（Ａ）に示す一点鎖線Ａ１－Ａ２の断
面図である。なお、図１（Ａ）の上面図においては、図の明瞭化のために一部の要素を透
過、または省いて図示している。
【００３５】
　また、図１（Ａ）に示す表示装置は、表示装置の画素領域の一部を示しており、一例と
してマトリクス状に配置された画素部（青）、画素部（緑）、画素部（赤）の各画素パタ
ーンを有し、該各画素パターンには、各画素部のオン状態またはオフ状態を切り替えるス
イッチング素子として機能する図示せぬＴＦＴ（薄膜トランジスタ）が、各々形成されて
いる。なお、画素パターンは、画素部（青）、画素部（緑）、画素部（赤）の３色を一例
として説明するが、これに限定されず、４色以上としてもよい。
【００３６】
　本実施の形態においては、各画素パターンは、画素部（青）１０１Ｂと、画素部（緑）
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１０１Ｇと、画素部（赤）１０１Ｒとを有する。また、各画素パターン間には、ブラック
マトリクス（ＢＭ）として機能する遮光部１０７が形成されている。
【００３７】
　また、図１に示す表示装置は、第１の基板１０１と、第２の基板１０９と、を有し、第
１の基板１０１上には、図示せぬＴＦＴ、および発光素子等の素子部が形成され、第２の
基板１０９には、所謂カラーフィルタとして機能する有色層等が形成されている。なお、
第１の基板１０１と第２の基板１０９は、対向して配置されており、第１の基板１０１と
第２の基板１０９は、空間を挟持し封止されている。また、図１においては図示していな
いが、ＴＦＴと電気的に接続される配線パターン等を別途有していても良い。
【００３８】
　表示装置において、外光が入射された場合、画素領域のガラス基板の表面、画素領域に
形成された発光素子の界面、または反射電極等の表面等によって、外光が反射する。した
がって、画素部における外光の反射を低減することによって、表示品位が優れた表示装置
を提供することができる。具体的には、画素部において、外光の反射が高い領域の反射率
を低減することが有効である。
【００３９】
　本実施の形態においては、上述した外光の反射を低減するために、例えば、図１（Ｂ）
に示すような構成とすることができる。画素部（青）１０１Ｂ、画素部（緑）１０１Ｇお
よび画素部（赤）１０１Ｒそれぞれの非発光領域１１３Ｂ、１１３Ｇ、１１３Ｒの中でも
外光による表面反射の高い画素部（緑）の非発光領域１１３Ｇの反射率を低減させる構造
を有する表示装置について、図１（Ｂ）を用いて説明する。
【００４０】
　なお、表示装置のパネル上は、遮光部１０７により遮光されたＢＭ領域１１１と、画素
部（青）１０１Ｂ、画素部（緑）１０１Ｇおよび画素部（赤）１０１Ｒそれぞれの発光領
域１１２Ｂ、１１２Ｇ、１１２Ｒ、および非発光領域１１３Ｂ、１１３Ｇ、１１３Ｒとを
有するものとして以下、説明する。
【００４１】
　図１（Ｂ）に示すように、第１の基板１０１上には、青色の発光（例えば、４５０～４
８５ｎｍの波長）を示す画素部（青）１０１Ｂ、緑色の発光（例えば、５００～５６５ｎ
ｍの波長）を示す画素部（緑）１０１Ｇ、赤色の発光（例えば、６００～７４０ｎｍの波
長）を示す画素部（赤）１０１Ｒがそれぞれ形成されている。
【００４２】
　青色の発光を示す画素部（青）１０１Ｂは、陽極としての第１の反射電極１０２Ｂ、陽
極としての第１の透明電極１０３Ｂ、発光性の有機化合物を含む層（以下、「ＥＬ層」と
もいう。）１０５、陰極としての半透過電極１０６で構成された発光素子を有している。
また、画素部（青）１０１Ｂは、カラーフィルタ（青）１０８Ｂが、第１の反射電極１０
２Ｂ、第１の透明電極１０３Ｂ、ＥＬ層１０５および半透過電極１０６と重畳する発光領
域１１２Ｂを有し、隔壁１０４が、第１の透明電極１０３Ｂ、ＥＬ層１０５、半透過電極
１０６およびカラーフィルタ（青）１０８Ｂと重畳する非発光領域１１３Ｂを有する。こ
の非発光領域１１３Ｂは発光領域１１２Ｂを囲むように配置されている。
【００４３】
　緑色の発光を示す画素部（緑）１０１Ｇは、陽極としての第２の反射電極１０２Ｇ、陽
極としての第２の透明電極１０３Ｇ、ＥＬ層１０５、陰極としての半透過電極１０６で構
成された発光素子を有している。また、画素部（緑）１０１Ｇは、カラーフィルタ（緑）
１０８Ｇが、第２の反射電極１０２Ｇ、第２の透明電極１０３Ｇ、ＥＬ層１０５および半
透過電極１０６と重畳する発光領域１１２Ｇを有し、隔壁１０４が、第２の反射電極１０
２Ｇ、第２の透明電極１０３Ｇ、ＥＬ層１０５、半透過電極１０６およびカラーフィルタ
（緑）１０８Ｇと重畳する非発光領域１１３Ｇを有する。この非発光領域１１３Ｇは発光
領域１１２Ｇを囲むように配置されている。
【００４４】
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　なお、画素部（緑）１０１Ｇでは、発光素子の第２の反射電極１０２Ｇのパターンが、
それに対応するカラーフィルタ（緑）１０８Ｇよりも大きくなるように形成される。（図
１（Ｂ）中、Ｘで示す。）
【００４５】
　赤色の発光を示す画素部（赤）１０１Ｒは、陽極としての第３の反射電極１０２Ｒ、陽
極としての第３の透明電極１０３Ｒ、ＥＬ層１０５、陰極としての半透過電極１０６で構
成された発光素子を有している。また、画素部（赤）１０１Ｒは、カラーフィルタ（赤）
１０８Ｒが、第３の反射電極１０２Ｒ、第３の透明電極１０３Ｒ、ＥＬ層１０５および半
透過電極１０６と重畳する発光領域１１２Ｒを有し、隔壁１０４が、第３の透明電極１０
３Ｒ、ＥＬ層１０５、半透過電極１０６およびカラーフィルタ（赤）１０８Ｒと重畳する
非発光領域１１３Ｒを有する。この非発光領域１１３Ｒは発光領域１１２Ｒを囲むように
配置されている。
【００４６】
　なお、隔壁１０４は、各画素部に形成される第１～第３の反射電極１０２Ｂ、１０２Ｇ
、１０２Ｒそれぞれと第１～第３の透明電極１０３Ｂ、１０３Ｇ、１０３Ｒそれぞれとの
積層構造でなる陽極間に設けられており、第１～第３の透明電極１０３Ｂ、１０３Ｇ、１
０３Ｒそれぞれの端部は隔壁１０４によって覆われている。
【００４７】
　画素部（緑）１０１Ｇの非発光領域１１３Ｇにおける第２の透明電極１０３Ｇと隔壁１
０４とＥＬ層１０５とを合わせた膜厚を調整することにより、非発光領域１１３Ｇにおけ
る緑色の反射光成分を弱めることができる。
【００４８】
　詳細には、ＷＴＣ構造の場合、画素部（緑）１０１Ｇにおける、第２の透明電極１０３
ＧとＥＬ層１０５とを合わせた膜厚は、緑色発光を強めるようなマイクロキャビティ（微
小光共振器）の条件に設定しているので、画素部（緑）１０１Ｇの非発光領域１１３Ｇ（
カラーフィルタ（緑）１０８Ｇと隔壁１０４とが重なる領域）における隔壁１０４の光学
距離（隔壁の膜厚×屈折率）を緑色発光波長の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数
））になるように設計することにより、第２の反射電極１０２Ｇで反射した緑色の反射光
成分と半透過電極１０６で反射した緑色の反射光成分が弱めあうことで、非発光領域１１
３Ｇにおける緑色の反射光成分を弱めることができる。
【００４９】
　なお、画素部（青）１０１Ｂおよび画素部（赤）１０１Ｒそれぞれの非発光領域１１３
Ｂ、１１３Ｒにおける隔壁１０４の膜厚は、画素部（緑）１０１Ｇの非発光領域１１３Ｇ
における隔壁１０４の膜厚と同様である。
【００５０】
　また、隔壁１０４の材料としては、ｎｍオーダーでの膜厚制御に有利な無機絶縁材料（
例えば、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＣ、ＳｉＮＯ、ＴｉＯ２、ＺｎＯなど）を用いるこ
とが好ましい。
【００５１】
　また、隔壁１０４はＥＬ層１０５との屈折率段差が極力小さく、界面反射が起こらない
方が望ましい。
【００５２】
　以上のような構造とすることにより、非発光領域１１３Ｂ、１１３Ｇ、１１３Ｒにおけ
る反射のうち、最も反射率が高い非発光領域（緑）１１３Ｇの反射率を低減することがで
きるため、パネル全体としての反射光を低減することができる。別言すれば、非発光領域
１１３Ｇにおける緑色の外光以外の光の透過をカラーフィルタ（緑）１０８Ｇにより低減
し、カラーフィルタ（緑）１０８Ｇを透過した非発光領域１１３Ｇにおける緑色の外光の
反射を光の干渉効果により低減することができる。
【００５３】
　なお、青色の発光を示す画素部（青）１０１Ｂ、赤色の発光を示す画素部（赤）１０１
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Ｒでは、発光素子の第１の反射電極１０２Ｂおよび第３の反射電極１０２Ｒのパターンを
それぞれ発光領域１１２Ｂ、１１２Ｒと同じ面積となるように形成することが望ましい。
【００５４】
　また、同様にして、画素部（青）、画素部（赤）の反射率を低減させた構造も選択可能
である。
【００５５】
　本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いること
が可能である。
【００５６】
（実施の形態２）
　本実施の形態においては、外光の反射を低減するために、例えば、図２に示すような構
成とすることができる。図２は、図１（Ａ）に示す一点鎖線Ａ１－Ａ２の断面に相当する
図である。
【００５７】
　画素部（青）２０１Ｂ、画素部（緑）２０１Ｇおよび画素部（赤）２０１Ｒそれぞれの
非発光領域２１３Ｂ、２１３Ｇ、２１３Ｒの外光による表面反射の反射率を低減させる構
造を有する表示装置について、図２を用いて説明する。
【００５８】
　なお、表示装置のパネル上は、ブラックマトリクス（ＢＭ）２０７により遮光されたＢ
Ｍ領域２１１と、画素部（青）２０１Ｂ、画素部（緑）２０１Ｇおよび画素部（赤）２０
１Ｒそれぞれの発光領域２１２Ｂ、２１２Ｇ、２１２Ｒ、および非発光領域２１３Ｂ、２
１３Ｇ、２１３Ｒとを有するものとして以下、説明する。
【００５９】
　また、図２に示す表示装置は、図１に示す第１の基板１０１と同様の第１の基板２０１
と、図１に示す第２の基板１０９と同様の第２の基板２０９と、を有する。
【００６０】
　青色の発光を示す画素部（青）２０１Ｂは、陽極としての第１の反射電極２０２Ｂ、陽
極としての第１の透明電極２０３Ｂ、ＥＬ層２０５、陰極としての半透過電極２０６で構
成された発光素子を有している。また、画素部（青）２０１Ｂは、カラーフィルタ（青）
２０８Ｂが、第１の反射電極２０２Ｂ、第１の透明電極２０３Ｂ、ＥＬ層２０５および半
透過電極２０６と重畳する発光領域２１２Ｂを有し、隔壁２０４が、第１の反射電極２０
２Ｂ、第１の透明電極２０３Ｂ、ＥＬ層２０５、半透過電極２０６およびカラーフィルタ
（青）２０８Ｂと重畳する非発光領域２１３Ｂを有する。この非発光領域２１３Ｂは発光
領域２１２Ｂを囲むように配置されている。
【００６１】
　緑色の発光を示す画素部（緑）２０１Ｇにおける陽極としての第２の反射電極２０２Ｇ
、陽極としての第２の透明電極２０３Ｇ、ＥＬ層２０５、陰極としての半透過電極２０６
、カラーフィルタ（緑）２０８Ｇ、発光領域２１２Ｇおよび非発光領域２１３Ｇは、上記
の画素部（青）２０１Ｂと同様に構成されている。
【００６２】
　赤色の発光を示す画素部（赤）２０１Ｒにおける陽極としての第３の反射電極２０２Ｒ
、陽極としての第３の透明電極２０３Ｒ、ＥＬ層２０５、陰極としての半透過電極２０６
、カラーフィルタ（緑）２０８Ｒ、発光領域２１２Ｒおよび非発光領域２１３Ｒは、上記
の画素部（青）２０１Ｂと同様に構成されている。
【００６３】
　実施の形態１で示した図１（Ｂ）の画素部（緑）１０１Ｇの構造と同様にして、画素部
（青）２０１Ｂ、画素部（緑）２０１Ｇ、画素部（赤）２０１Ｒにおける全ての陽極とし
ての第１～第３の反射電極２０２Ｂ、２０２Ｇ、２０２Ｒのパターンを、カラーフィルタ
（青）２０８Ｂ、カラーフィルタ（緑）２０８Ｇ、カラーフィルタ（赤）２０８Ｒよりも
大きくなるようにパターニングする。
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【００６４】
　また、隔壁２０４には、選択的にドライエッチングできるような複数の無機絶縁材料を
用いることが好ましい。
【００６５】
　なお、本実施の形態では、各画素部の非発光領域２１３Ｂ、２１３Ｇ、２１３Ｒにおけ
る表面反射を低減するための光学的な機能を、実施の形態１で示した図１（Ｂ）の画素部
（緑）１０１Ｇの非発光領域１１３Ｇの構造と同様にして隔壁２０４に持たせる構成であ
ることから、隔壁２０４を３種類の膜厚を有する構造とする。それぞれの膜厚の隔壁を第
１の隔壁２０４ａ、第２の隔壁２０４ｂおよび第３の隔壁２０４ｃとする。
【００６６】
　つまり、各画素部の非発光領域２１３Ｂ、２１３Ｇ、２１３Ｒにおける第１～第３の透
明電極２０３Ｂ、２０３Ｇ、２０３Ｒそれぞれと隔壁２０４とＥＬ層２０５とを合わせた
膜厚を調整することにより、非発光領域２１３Ｂ、２１３Ｇ、２１３Ｒにおける各色の反
射光成分を弱めることができる。
【００６７】
　詳細には、ＷＴＣ構造の場合、各画素部における、第１～第３の透明電極２０３Ｂ、２
０３Ｇ、２０３ＲそれぞれとＥＬ層２０５とを合わせた膜厚は、各画素部の色の発光を強
めるようなマイクロキャビティ（微小光共振器）の条件に設定しているので、各画素部の
非発光領域２１３Ｂ、２１３Ｇ、２１３Ｒ（カラーフィルタ（青）２０８Ｂ、カラーフィ
ルタ（緑）２０８Ｇ、カラーフィルタ（赤）２０８Ｒそれぞれと隔壁２０４とが重なる領
域）における隔壁２０４の光学距離（隔壁の膜厚×屈折率）を各色の発光波長の１／２波
長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように調整することにより、非発光領域２１
３Ｂ、２１３Ｇ、２１３Ｒそれぞれにおける各色の反射光成分を弱めることができる。
【００６８】
　画素部（青）２０１Ｂの非発光領域２１３Ｂにおける第１の隔壁２０４ａは第３の膜厚
で構成され、画素部（緑）２０１Ｇの非発光領域２１３Ｇにおける第２の隔壁２０４ｂは
第２の膜厚で構成され、画素部（赤）２０１Ｒの非発光領域２１３Ｒにおける第３の隔壁
２０４ｃは第１の膜厚で構成されている。なお、第３の膜厚は、第１の隔壁２０４ａの光
学距離が青発光の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように設計し、第
２の膜厚は、第２の隔壁２０４ｂの光学距離が緑発光の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎ
は自然数））になるように設計し、第１の膜厚は、第３の隔壁２０４ｃの光学距離が、赤
発光の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように設計する。
【００６９】
　なお、第１～第３の隔壁２０４ａ～２０４ｃは、３種類の無機絶縁材料を用いた積層構
造とし、次のように変更してもよい。画素部（青）２０１Ｂの非発光領域２１３Ｂにおけ
る第１の隔壁２０４ａは第１の絶縁層で構成され、画素部（緑）２０１Ｇの非発光領域２
１３Ｇにおける第２の隔壁２０４ｂは第１の絶縁層と第２の絶縁層を積層した積層膜で構
成され、画素部（赤）２０１Ｒの非発光領域２１３Ｒにおける第３の隔壁２０４ｃは第１
の絶縁層と第２の絶縁層と第３の絶縁層を積層した積層膜で構成されている。なお、第１
の絶縁層は、その光学距離（第１の絶縁層の膜厚×屈折率）が青発光の１／２波長の倍数
（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように設計し、第１の絶縁層と第２の絶縁層を積層し
た積層膜は、その光学距離（第１の絶縁層の膜厚×屈折率＋第２の絶縁層の膜厚×屈折率
）が緑発光の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように設計し、第１の
絶縁層と第２の絶縁層と第３の絶縁層を積層した積層膜は、その光学距離（第１の絶縁層
の膜厚×屈折率＋第２の絶縁層の膜厚×屈折率＋第３の絶縁層の膜厚×屈折率）が、赤発
光の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように設計する。
【００７０】
　但し、第１の絶縁層の膜厚が、画素部（緑）２０１Ｇ、画素部（赤）２０１Ｒを構成す
る第２の透明電極２０３Ｇ、第３の透明電極２０３Ｒの膜厚よりも薄くなってしまう場合
は、１波長になるように設計すればよい。その場合は、第１の絶縁層と第２の絶縁層を積
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層した積層膜は、その光学距離が緑発光の１波長分になるように設計し、第１の絶縁層と
第２の絶縁層と第３の絶縁層を積層した積層膜は、その光学距離が、赤発光の１波長分に
なるように設計すればよい。
【００７１】
　また、隔壁２０４に用いる無機絶縁材料としては、具体的には、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、
ＳｉＯＣ、ＳｉＮＯ、ＴｉＯ２、ＺｎＯなどを用いることができる。なお、これらの無機
絶縁材料を用いることにより、ドライエッチングによる精密膜厚制御が可能となるため好
ましい。
【００７２】
　また、隔壁２０４はＥＬ層２０５との屈折率段差が極力小さく、界面反射が起こらない
方が望ましい。
【００７３】
　以上の説明により、非発光領域２１３Ｂにおける第１の隔壁２０４ａを第３の膜厚で形
成し、非発光領域２１３Ｇにおける第２の隔壁２０４ｂを第２の膜厚で形成し、非発光領
域２１３Ｒにおける第３の隔壁２０４ｃを第１の膜厚で形成することにより、非発光領域
２１３Ｂ、２１３Ｇ、２１３Ｒにおける外光反射を、各画素部２０１Ｂ、２０１Ｇ、２０
１Ｒの全てにおいて低減することができる。
【００７４】
　本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いること
が可能である。
【００７５】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、実施の形態２で説明した各画素部２０１Ｂ、２０１Ｇ、２０１Ｒに
対応した第１の隔壁２０４ａ、第２の隔壁２０４ｂ、第３の隔壁２０４ｃそれぞれの膜厚
調整をマスク蒸着によって行う場合について、図３を用いて説明する。図３は、図１（Ａ
）に示す一点鎖線Ａ１－Ａ２の断面に相当する図である。
【００７６】
　なお、表示装置のパネル上は、カラーフィルタ（青）３０８Ｂ、カラーフィルタ（緑）
３０８Ｇおよびカラーフィルタ（赤）３０８Ｒと、ブラックマトリクス（ＢＭ）３０７に
より遮光されたＢＭ領域３１１と、画素部（青）３０１Ｂ、画素部（緑）３０１Ｇおよび
画素部（赤）３０１Ｒそれぞれの発光領域３１２Ｂ、３１２Ｇ、３１２Ｒ、および非発光
領域３１３Ｂ、３１３Ｇ、３１３Ｒとを有するものとして以下、説明する。
【００７７】
　また、図３に示す表示装置は、図１に示す第１の基板１０１と同様の第１の基板３０１
と、図１に示す第２の基板１０９と同様の第２の基板３０９と、を有する。
【００７８】
　はじめに、隔壁を構成する第１の絶縁層３０４ａは、その光学距離（第１の絶縁層３０
４ａの膜厚×屈折率）が青発光の１／２波長になるように設計して全面に成膜され、非発
光領域３１３Ｂ、３１３Ｇ、３１３ＲおよびＢＭ領域３１１における隔壁領域のみ残るよ
うにエッチングされて形成される。但し、第１の絶縁層３０４ａの膜厚が、画素部（緑）
３０１Ｇ、画素部（赤）３０１Ｒを構成する陽極としての第２および第３の透明電極３０
３Ｇ、３０３Ｒそれぞれの膜厚よりも薄くなってしまう場合は、１波長になるように設計
すればよい。
【００７９】
　次に、画素部（緑）３０１Ｇおよび画素部（赤）３０１Ｒそれぞれの隔壁部分だけに蒸
着可能なパターンを有するマスクを用いて、追加成膜を行い、第２の絶縁層３０４ｂを形
成する。さらに、画素部（赤）３０１Ｒの隔壁部分だけに蒸着可能なパターンを有するマ
スクを用いて、追加成膜を行い、第３の絶縁層３０４ｃを形成する。第１の絶縁層３０４
ａと第２の絶縁層３０４ｂを積層した積層膜は、その光学距離（第１の絶縁層３０４ａの
膜厚×屈折率＋第２の絶縁層３０４ｂの膜厚×屈折率）が緑発光の１／２波長の倍数（Ｎ
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／２倍（Ｎは自然数））になるように設計し、第１の絶縁層３０４ａと第２の絶縁層３０
４ｂと第３の絶縁層３０４ｃを積層した積層膜は、その光学距離（第１の絶縁層３０４ａ
の膜厚×屈折率＋第２の絶縁層３０４ｂの膜厚×屈折率＋第３の絶縁層３０４ｃの膜厚×
屈折率）が、赤発光の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように設計す
る。これにより、非発光領域３１３Ｂ、３１３Ｇ、３１３Ｒからの反射を、各画素部３０
１Ｂ、３０１Ｇ、３０１Ｒの全てにおいて低減することができる。
【００８０】
　なお、陽極としての第１～第３の反射電極３０２Ｂ、３０２Ｇ、３０２Ｒ、陽極として
の第１～第３の透明電極３０３Ｂ、３０３Ｇ、３０３Ｒ、ＥＬ層３０５、陰極としての半
透過電極３０６は、実施の形態２と同様に形成される。
【００８１】
　また、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用い
ることが可能である。
【００８２】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、各画素部４０１Ｂ、４０１Ｇ、４０１Ｒそれぞれの非発光領域４１
３Ｂ、４１３Ｇ、４１３Ｒの中でも外光による表面反射の高い画素部（緑）４０１Ｇの非
発光領域４１３Ｇの反射率を低減させる構造であって、実施の形態１とは異なる構造につ
いて、図４を用いて説明する。図４は、図１（Ａ）に示す一点鎖線Ａ１－Ａ２の断面に相
当する図である。
【００８３】
　なお、表示装置のパネル上は、カラーフィルタ（青）４０８Ｂ、カラーフィルタ（緑）
４０８Ｇおよびカラーフィルタ（赤）４０８Ｒと、ブラックマトリクス（ＢＭ）４０７に
より遮光されたＢＭ領域４１１と、画素部（青）４０１Ｂ、画素部（緑）４０１Ｇおよび
画素部（赤）４０１Ｒそれぞれの発光領域４１２Ｂ、４１２Ｇ、４１２Ｒ、および非発光
領域４１３Ｂ、４１３Ｇ、４１３Ｒとを有するものとして以下、説明する。
【００８４】
　また、図４に示す表示装置は、図１に示す第１の基板１０１と同様の第１の基板４０１
と、図１に示す第２の基板１０９と同様の第２の基板４０９と、を有する。
【００８５】
　図４に示す表示装置は、第１の基板４０１上に青色の発光を示す画素部（青）４０１Ｂ
、緑色の発光を示す画素部（緑）４０１Ｇ、赤色の発光を示す画素部（赤）４０１Ｒがそ
れぞれ形成されている。また、各画素部４０１Ｂ、４０１Ｇ、４０１Ｒは、それぞれ、陽
極としての第１～第３の反射電極４０２Ｂ、４０２Ｇ、４０２Ｒ、陽極としての第１～第
３の透明電極４０３Ｂ、４０３Ｇ、４０３Ｒ、ＥＬ層４０５、半透過陰極４０６で構成さ
れた発光素子を有している。
【００８６】
　本実施の形態で示す隔壁は、複数の層からなる積層構造を有し、例えば、図４に示すよ
うな第１の絶縁層４０４ａと第２の絶縁層４０４ｂとの２層積層構造を有する。また、第
１の絶縁層４０４ａと第２の絶縁層４０４ｂとの界面で光が反射するように、屈折率の差
はできるだけ大きい方がよく、少なくとも０．１以上が望ましい。
【００８７】
　この２層積層構造の隔壁は、各画素部に形成される第１～第３の反射電極４０２Ｂ、４
０２Ｇ、４０２Ｒそれぞれと第１～第３の透明電極４０３Ｂ、４０３Ｇ、４０３Ｒそれぞ
れとの積層構造でなる陽極間に設けられており、第１～第３の透明電極４０３Ｂ、４０３
Ｇ、４０３Ｒそれぞれの端部は隔壁によって覆われている。
【００８８】
　本実施の形態における隔壁は、隔壁の界面反射光（例えば第１の絶縁層４０４ａと第２
の絶縁層４０４ｂの界面反射光）と半透過電極４０６での反射光が弱めあうため、カラー
フィルタとの相乗効果により、外光による反射率の低減を図ることができる。つまり、カ
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ラーフィルタの色の光以外の光の透過を当該カラーフィルタにより低減し、カラーフィル
タを透過したカラーフィルタの色の光の反射を光の干渉効果により低減することができる
。
【００８９】
　また、本実施の形態に示す構成は、第１～第３の透明電極４０３Ｂ、４０３Ｇ、４０３
Ｒおよび第１～第３の反射電極４０２Ｂ、４０２Ｇ、４０２Ｒが、隔壁と重なる位置に存
在していても、存在していなくても上記効果を得ることができるため、プロセス的な制約
が少ないという特徴を有している。
【００９０】
　なお、第１の絶縁層４０４ａおよび第２の絶縁層４０４ｂのうち高屈折率材料としては
、具体的にはＴｉＯ２を用いることができ、第１の絶縁層４０４ａおよび第２の絶縁層４
０４ｂのうち低屈折率材料としては、具体的には、ＳｉＯｘ、ＳｉＮ、ＳｉＯＮなどを用
いることができる。
【００９１】
　また、第１の絶縁層４０４ａと、第２の絶縁層４０４ｂの屈折率の大小関係を基に、第
２の絶縁層４０４ｂの光学距離を調整する。第１の絶縁層４０４ａの屈折率が、第２の絶
縁層４０４ｂの屈折率より小さい場合は、第２の絶縁層４０４ｂの光学距離が、第２の透
明電極４０３Ｇの光学距離と、緑の波長の（２Ｎ－１）／４倍（Ｎは自然数）との和にな
るように調整する。第１の絶縁層４０４ａの屈折率が、第２の絶縁層４０４ｂの屈折率よ
り大きい場合は、第２の絶縁層４０４ｂの光学距離が、第２の透明電極４０３Ｇの光学距
離または、第２の透明電極４０３Ｇの光学距離と緑の波長の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍
（Ｎは自然数））との和になるように調整する。
【００９２】
　本実施の形態における隔壁に用いる材料としては、無機絶縁層を用いることが好ましい
。樹脂などの有機絶縁材料を用いる場合、ｎｍオーダーでの膜厚制御が難しいためである
。
【００９３】
　以上のような構造とすることにより、非発光領域４１３Ｂ、４１３Ｇ、４１３Ｒにおけ
る反射のうち、最も反射率が高い画素部（緑）４０１Ｇの非発光領域４１３Ｇの反射率を
低減することができるため、パネル全体としての反射光を低減することができる。
【００９４】
　また、同様にして、Ｂ画素、Ｒ画素の反射率を低減させた構造も選択可能である。
【００９５】
　また、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用い
ることが可能である。
【００９６】
　また、本発明の一態様としては、上述した表示装置を有する電子機器に適用してもよい
。
【００９７】
（実施の形態５）
　本実施の形態では、本発明の一態様である表示装置の作製方法の一例について説明する
。具体的には、実施の形態１で示した表示装置の作製方法について、図５を用いて説明す
る。
【００９８】
　図５（Ａ）に示すように、第１の基板５０１上に公知の手法により、薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）５０２、平坦化層５０３、および配線５１０を形成する。例えば、平坦化層５
０３を形成後、ＩＴＯ（Ｉｎ２Ｏ３にＳｎＯ２をドープしたもの）からなる透明導電膜を
公知のスパッタリング法により、成膜した後、これを所望の形状にパターニングすること
で、ＴＦＴ５０２と電気的に接続された配線５１０を形成することができる。
【００９９】
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　次に、図５（Ｂ）に示すように、配線５１０と電気的に接続された陽極５００を形成す
る。陽極５００は、反射電極５０５ａと透明電極５０５ｂの積層からなる。反射電極５０
５ａは、反射率が高い材料が望ましく、例えば銀や銀合金などが用いられる。透明電極５
０５ｂは各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒで発光色の効率および色純度を高めるた
めに、各発光色に適した膜厚で形成する。例えば、青色の発光を示す画素部（青）５０１
Ｂの透明電極５０５ｂを５ｎｍのＩＴＯとし、緑色の発光を示す画素部（緑）５０１Ｇの
透明電極５０５ｂを４５ｎｍのＩＴＯとし、赤色の発光を示す画素部（赤）５０１Ｒの透
明電極５０５ｂを８５ｎｍのＩＴＯとすることができる。なお、透明電極５０５ｂは単膜
ではなく、異なる透明導電膜の積層でもよい。また、本実施の形態では、緑色の発光を示
す画素部(緑)５０１Ｇの反射電極５０５ａのみが、非発光領域５１３Ｇにおいても形成さ
れる構造である。
【０１００】
　次に、図５（Ｃ）に示すように、無機膜からなる隔壁５０４を形成する。この隔壁５０
４を形成する際は、公知の方法で市販の第１のフォトレジスト５１５を所定のパターンで
形成し、エッチングにより隔壁５０４のパターニングを行う。緑色の発光を示す画素部（
緑）５０１Ｇにおいては、陽極５００のエッジが隔壁５０４と非発光領域５１３Ｇにおい
て重なるようにパターニングを行う。青色の発光を示す画素部（青）５０１Ｂ、赤色の発
光を示す画素部（赤）５０１Ｒにおいては、反射電極５０５ａのエッジと隔壁５０４のエ
ッジが同じ位置になるようにパターニングするのが望ましい。
【０１０１】
　なお、隔壁５０４は、その光学距離が緑色発光波長の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎ
は自然数））になるように調整する。例えば、屈折率が１．５であるＳｉＯ２からなる膜
は、１７３ｎｍの膜厚で形成すればよい。
【０１０２】
　以上により、各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒにおける発光領域５１２Ｂ、５１
２Ｇ、５１２Ｒが形成される。
【０１０３】
　次に、図５（Ｄ）に示すように、陽極５００および隔壁５０４上に、ＥＬ層５０５、半
透過電極５０６を順次形成する。ここで、ＥＬ層５０５は、積層構造を有していてもよく
、特にマイクロキャビティ構造を利用した白色発光が得られる構成とするのが好ましい。
【０１０４】
　なお、図５（Ｄ）で得られた第１の基板５０１と、カラーフィルタやブラックマトリク
スを有する第２の基板とを勘合させて封止を行うことにより、実施の形態１で示した構造
を有する表示装置を作製することができる。
【０１０５】
　また、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用い
ることが可能である。
【０１０６】
　（実施の形態６）
　本実施の形態では、本発明の一態様である素子構造の作製方法の一例について説明する
。具体的には、実施の形態２で示した素子構造の作製方法について、図６および図７を用
いて説明する。
【０１０７】
　図６（Ａ）に示すように、第１の基板５０１上に公知の手法により、薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）５０２、絶縁層である平坦化層５０３、および配線５１０を形成する。例えば
、上記平坦化層５０３を形成後、ＩＴＯ（Ｉｎ２Ｏ３にＳｎＯ２をドープしたもの）から
なる透明導電膜を公知のスパッタリング法により、成膜した後、これを所望の形状にパタ
ーニングすることで、ＴＦＴ５０２と電気的に接続された配線５１０を形成することがで
きる。
【０１０８】
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　次に、図６（Ｂ）に示すように、配線５１０と電気的に接続された陽極５００を形成す
る。陽極５００は、第１～第３の反射電極５０５ａ１、５０５ａ２、５０５ａ３それぞれ
と第１～第３の透明電極５０５ｂ１、５０５ｂ２、５０５ｂ３それぞれの積層からなる。
第１～第３の反射電極５０５ａ１、５０５ａ２、５０５ａ３は、反射率が高い材料が望ま
しく、例えば銀や銀合金などが用いられる。第１～第３の透明電極５０５ｂ１、５０５ｂ
２、５０５ｂ３は各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒで発光色の効率および色純度を
高めるために、各発光色に適した膜厚で形成する。例えば、青色の発光を示す画素部（青
）５０１Ｂの第１の透明電極５０５ｂ１を５ｎｍのＩＴＯとし、緑色の発光を示す画素部
（緑）５０１Ｇの第２の透明電極５０５ｂ２を４５ｎｍのＩＴＯとし、赤色の発光を示す
画素部（赤）５０１Ｒの第３の透明電極５０５ｂ３を８５ｎｍのＩＴＯとすることができ
る。なお、第１～第３の透明電極５０５ｂ１、５０５ｂ２、５０５ｂ３それぞれは単膜で
はなく、異なる透明導電膜の積層でもよい。
【０１０９】
　次に、図６（Ｃ）に示すように、陽極５００を含む全域に無機膜からなる第１の膜厚Ｙ
１の隔壁５１４を成膜し、赤色の発光を示す画素部（赤）５０１Ｒの非発光領域５２３Ｒ
に第１のフォトレジスト５１５をパターン形成し、第１のフォトレジスト５１５をマスク
として隔壁５１４をエッチングする。これにより、赤色の発光を示す画素部（赤）５０１
Ｒの非発光領域５２３Ｒの隔壁５１４を第１の膜厚Ｙ１で維持し、且つ非発光領域５２３
Ｇの隔壁５１４を第２の膜厚Ｙ２に形成することができる。次いで、第１のフォトレジス
ト５１５を除去する。
【０１１０】
　次に、図６（Ｄ）に示すように、緑色の発光を示す画素部（緑）５０１Ｇの非発光領域
５２３Ｇの隔壁５１４を第２の膜厚Ｙ２に維持するために、緑色の発光を示す画素部（緑
）５０１Ｇと赤色の発光を示す画素部（赤）５０１Ｒの非発光領域５２３Ｇ、５２３Ｒに
第２のフォトレジスト５１６をパターン形成し、第２のフォトレジスト５１６をマスクと
して隔壁５１４をエッチングする。これにより、緑色の発光を示す画素部（緑）５０１Ｇ
の非発光領域５２３Ｇの隔壁５１４を第２の膜厚Ｙ２で維持し、青色の発光を示す画素部
（青）５０１Ｂの非発光領域の隔壁５１４を第３の膜厚に形成することができる。次いで
、第２のフォトレジスト５１６を除去する。
【０１１１】
　次に、図７（Ａ）に示すように、各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒの非発光領域
５２３Ｇ、５２３Ｒに第３のフォトレジスト５１７をパターン形成し、第３のフォトレジ
ストをマスクとして隔壁５１４をエッチングする。これにより、各画素部５０１Ｂ、５０
１Ｇ、５０１Ｒの発光領域５２２Ｂ、５２２Ｇ、５２２Ｒの隔壁５１４が除去される。次
いで、第３のフォトレジスト５１７を除去する。
【０１１２】
　なお、上記のエッチングは、各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒにおいて、陽極５
００のエッジが隔壁５１４のエッジと非発光領域において重なるように行われる。
【０１１３】
　また、図６（Ｄ）に示すエッチングは、画素部（青）５０１Ｂの非発光領域の隔壁５１
４の光学距離（隔壁５１４の膜厚×屈折率）が、青色発光波長の１／２波長の倍数（Ｎ／
２倍（Ｎは自然数））になるように調整される。また、図６（Ｃ）に示すエッチングは、
画素部（緑）５０１Ｇの非発光領域５２３Ｇの隔壁５１４の光学距離（隔壁５１４の膜厚
Ｙ２×屈折率）が、緑色発光波長の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になる
ように調整される。また、図６（Ｃ）に示す隔壁５１４の成膜は、画素部（赤）５０１Ｒ
の非発光領域５２３Ｒの隔壁５１４の光学距離（隔壁５１４の膜厚Ｙ１×屈折率）が、赤
色発光波長の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように調整される。
【０１１４】
　次に、図７（Ｂ）に示すように、陽極５００および隔壁５１４上に、ＥＬ層５０５、半
透過電極５０６を順次形成する。ここで、ＥＬ層５０５は、積層構造を有していてもよく
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、特にマイクロキャビティ構造を利用した白色発光が得られる構成とするのが好ましい。
【０１１５】
　なお、図７（Ｂ）で得られた第１の基板と、カラーフィルタやブラックマトリクスを有
する第２の基板とを勘合させて封止を行うことにより、実施の形態２で示した構造を有す
る表示装置を作製することができる。
【０１１６】
　また、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用い
ることが可能である。
【０１１７】
　（実施の形態７）
　本実施の形態では、本発明の一態様である表示装置の作製方法の一例について説明する
。具体的には、実施の形態３で示した表示装置の作製方法について、図８、９を用いて説
明する。
【０１１８】
　図８（Ａ）に示すように、基板５０１上に公知の手法により、薄膜トランジスタ（ＴＦ
Ｔ）５０２、平坦化層５０３、および配線５１０を形成する。例えば、上記平坦化層５０
３を形成後、ＩＴＯ（Ｉｎ２Ｏ３にＳｎＯ２をドープしたもの）からなる透明導電膜を公
知のスパッタリング法により、成膜した後、これを所望の形状にパターニングすることで
、ＴＦＴ５０２と電気的に接続された配線５１０を形成することができる。
【０１１９】
　次に、図８（Ｂ）に示すように、配線５１０と電気的に接続された陽極５００を形成す
る。陽極５００は、第１～第３の反射電極５０５ａ１、５０５ａ２、５０５ａ３それぞれ
と第１～第３の透明電極５０５ｂ１、５０５ｂ２、５０５ｂ３それぞれの積層からなる。
第１～第３の反射電極５０５ａ１、５０５ａ２、５０５ａ３は、反射率が高い材料が望ま
しく、例えば銀や銀合金などが用いられる。第１～第３の透明電極５０５ｂ１、５０５ｂ
２、５０５ｂ３は、各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒで発光色の効率および色純度
を高めるために、各発光色に適した膜厚で形成する。例えば、青色の発光を示す画素部（
青）５０１Ｂの第１の透明電極５０５ｂ１を５ｎｍのＩＴＯとし、緑色の発光を示す画素
部（緑）５０１Ｇの第２の透明電極５０５ｂ２を４５ｎｍのＩＴＯとし、赤色の発光を示
す画素部（赤）５０１Ｒの第３の透明電極５０５ｂ３を８５ｎｍのＩＴＯとすることがで
きる。なお、第１～第３の透明電極５０５ｂ１、５０５ｂ２、５０５ｂ３それぞれは単膜
ではなく、異なる透明導電膜の積層でもよい。
【０１２０】
　次に、陽極５００の端部を覆うように無機膜からなる隔壁を構成する第１の絶縁層５２
０ａを形成する。
【０１２１】
　第１の絶縁層５２０ａを形成する際は、公知の方法により市販の第１のフォトレジスト
５２５を所定のパターンで形成して、エッチングにより第１の絶縁層５２０ａのパターニ
ングを行う。なお、各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒにおいては、反射電極５０５
ａのエッジが第１の絶縁層５２０ａのエッジと非発光領域５２３Ｂにおいて重なるように
パターニングを行う。これにより、青色の発光を示す画素部（青）５０１Ｂの非発光領域
５２３Ｂに、第１の絶縁層５２０ａからなる隔壁５２４Ｂが形成される。なお、第１の絶
縁層５２０ａの光学距離は、青色発光波長の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数）
）になるように調整する。例えば、屈折率が１．５であるＳｉＯ２からなる膜は、１５３
ｎｍの膜厚で形成すればよい。次いで、第１のフォトレジスト５２５を除去する。
【０１２２】
　次に、図８（Ｃ）に示すように、高精細な蒸着マスク５２６を用いて、緑色の発光を示
す画素部（緑）５０１Ｇ、および赤色の発光を示す画素部（赤）５０１Ｒに形成された第
１の絶縁層５２０ａ上に第２の絶縁層５２０ｂを蒸着により成膜する。これにより、緑色
の発光を示す画素部（緑）５０１Ｇの非発光領域５２３Ｇに、第１の絶縁層５２０ａと第
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２の絶縁層５２０ｂとの積層構造を有する隔壁５２４Ｇが形成される。なお、第２の絶縁
層５２０ｂの光学距離と、第１の絶縁層５２０ａの光学距離との和は、緑色発光波長の１
／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように調整する。例えば、第２の絶縁
層５２０ｂとして、屈折率が１．７である金属錯体：トリス（８－キノリノラト）アルミ
ニウム（ＩＩＩ）（略称：Ａｌｑ）を用いる場合は、１８ｎｍの膜厚で形成すればよい。
【０１２３】
　次に、図８（Ｄ）に示すように、高精細な蒸着マスク５２７を用いて、赤色の発光を示
す画素部（赤）５０１Ｒに形成された第２の絶縁層５２０ｂ上に第３の絶縁層５２０ｃを
蒸着により成膜する。これにより、赤色の発光を示す画素部（赤）５０１Ｒの非発光領域
５２３Ｒに、第１の絶縁層５２０ａと第２の絶縁層５２０ｂと第３の絶縁層５２０ｃとの
積層構造を有する隔壁５２４Ｒが形成される。なお、第３の絶縁層５２０ｃの光学距離と
、第１の絶縁層５２０ａの光学距離と、第２の絶縁層５２０ｂとの光学距離の和は、赤色
発光波長の１／２波長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように調整する。例えば
、第３の絶縁層５２０ｃとして、屈折率が１．７のＡｌｑ（略称）を用いる場合は、３２
ｎｍの膜厚で形成すればよい。
【０１２４】
　なお、第２の絶縁層５２０ｂと、第３の絶縁層５２０ｃに用いる材料は、第１の絶縁層
５２０ａに用いる材料と同じであってもよい。
【０１２５】
　また、各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒにおいては、陽極５００のエッジが第１
の絶縁層５２０ａのエッジと非発光領域５２３Ｂ、５２３Ｇ、５２３Ｒにおいて重なるよ
うにパターニングを行う。
【０１２６】
　次に、図９に示すように、陽極５００および隔壁５２０ａ、５２０ｂ、５２０ｃ上に、
ＥＬ層５０５、半透過電極５０６を順次形成する。ここで、ＥＬ層５０５は、積層構造を
有していてもよく、特にマイクロキャビティ構造を利用した白色発光が得られる構成とす
るのが好ましい。
【０１２７】
　なお、図９で得られた第１の基板と、カラーフィルタやブラックマトリクスを有する第
２の基板とを勘合させて封止を行うことにより、実施の形態３で示した構造を有する表示
装置を作製することができる。
【０１２８】
　また、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用い
ることが可能である。
【０１２９】
　（実施の形態８）
　本実施の形態では、本発明の一態様である表示装置の作製方法の一例について説明する
。具体的には、実施の形態４で示した表示装置の作製方法について、図１０を用いて説明
する。
【０１３０】
　図１０（Ａ）に示すように、第１の基板５０１上に公知の手法により、薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）５０２、平坦化層５０３、および配線５１０を形成する。例えば、上記平坦
化層５０３を形成後、ＩＴＯ（Ｉｎ２Ｏ３にＳｎＯ２をドープしたもの）からなる透明導
電膜を公知のスパッタリング法により、成膜した後、これを所望の形状にパターニングす
ることで、ＴＦＴ５０２と電気的に接続された配線５１０を形成することができる。
【０１３１】
　次に、図１０（Ｂ）に示すように、配線５１０と電気的に接続された陽極５００を形成
する。陽極は、反射電極５０５ａと透明電極５０５ｂの積層からなる。反射電極５０５ａ
は、反射率が高い材料が望ましく、例えば銀や銀合金などが用いられる。透明電極５０５
ｂは各画素部５０１Ｂ、５０１Ｇ、５０１Ｒで発光色の効率および色純度を高めるために
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、各発光色に適した膜厚で形成する。例えば、青色の発光を示す画素部（青）５０１Ｂの
透明電極５０５ｂを５ｎｍのＩＴＯとし、緑色の発光を示す画素部（緑）５０１Ｇの透明
電極５０５ｂを４５ｎｍのＩＴＯとし、赤色の発光を示す画素部（赤）５０１Ｒの透明電
極５０５ｂを８５ｎｍのＩＴＯとすることができる。なお、透明電極５０５ｂは単膜では
なく、異なる透明導電膜の積層でもよい。
【０１３２】
　次に、図１０（Ｃ）に示すように、陽極５００の端部を覆うように隔壁５３４を構成す
る第１の絶縁層５３０ａと第２の絶縁層５３０ｂの積層膜を形成する。
【０１３３】
　隔壁５３４を形成する際は、第１の絶縁層５３０ａ上に第２の絶縁層５３０ｂを形成し
、公知の方法により市販の第１のフォトレジスト５３５を所定のパターンで形成して、エ
ッチングにより第１の絶縁層５３０ａおよび第２の絶縁層５３０ｂのパターニングを行う
。なお、青色の発光を示す画素部（青）５０１Ｂおよび赤色の発光を示す画素部（赤）５
０１Ｒにおいては、反射電極５０５ａのエッジと隔壁５３４のエッジが同じ位置で重なる
ようにパターニングするのが望ましい。また、緑色の発光を示す画素部（緑）５０１Ｇに
おいては、反射電極５０５ａのエッジと隔壁５３４のエッジが重なっても重ならなくても
よいが、本実施の形態では重なるようにパターニングしている。
【０１３４】
　なお、第１の絶縁層５３０ａと第２の絶縁層５３０ｂはその界面での屈折率差による反
射が大きくなるように設定する。具体的には、屈折率差が０．１以上となるようにする。
【０１３５】
　すなわち、第１の絶縁層５３０ａと、第２の絶縁層５３０ｂの屈折率の大小関係を基に
、第１の絶縁層５３０ａの光学距離を調整する。第１の絶縁層５３０ａの屈折率が、第２
の絶縁層５３０ｂの屈折率より小さい場合は、第２の絶縁層５３０ｂの光学距離が、緑画
素の透明電極５０５ｂの光学距離と緑の波長の（２Ｎ－１）／４倍（Ｎは自然数）との和
になるように調整する。また、第１の絶縁層５３０ａの屈折率が、第２の絶縁層５３０ｂ
の屈折率より小さい場合は、第２の絶縁層５３０ｂの光学距離が、緑画素の透明電極５０
５ｂの光学距離、または緑画素の透明電極５０５ｂの光学距離と緑色発光波長の１／２波
長の倍数（Ｎ／２倍（Ｎは自然数））になるように調整する。
【０１３６】
　例えば、第１の絶縁層５３０ａとして、屈折率が２．５のＴｉＯ２を用い、第２の絶縁
層５３０ｂとして、屈折率が１．５のＳｉＯ２を用いる場合、第１の絶縁層５３０ａを所
望の膜厚で形成し、第２の絶縁層５３０ｂを１７３ｎｍの膜厚で形成すればよい。
【０１３７】
　次に、図１０（Ｄ）に示すように、陽極５００および隔壁５３４上に、ＥＬ層５０５、
半透過電極５０６を順次形成する。ここで、ＥＬ層５０５は、積層構造を有していてもよ
く、特にマイクロキャビティ構造を利用した白色発光が得られる構成とするのが好ましい
。
【０１３８】
　なお、図１０（Ｄ）で得られた第１の基板と、カラーフィルタやブラックマトリクスを
有する第２の基板とを勘合させて封止を行うことにより、実施の形態４で示した構造を有
する表示装置を作製することができる。
【０１３９】
　また、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用い
ることが可能である。
【０１４０】
（実施の形態９）
　本実施の形態では、本発明の一態様として、上述した発光素子のＥＬ層に用いることが
できる構成について説明する。なお、本実施の形態に示すＥＬ層（図１１の１１０３）が
一対の電極間に有する発光素子をタンデム型発光素子ともよぶ。
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【０１４１】
　また、本実施の形態に示すＥＬ層１１０３は、複数のＥＬ層が、電荷発生層を間に挟ん
で積層された構造を有する。なお、図１１に示すタンデム型発光素子は、第１のＥＬ層１
１０２（１）と第２のＥＬ層１１０２（２）の２層が、電荷発生層１１０５を間に挟んで
積層された構造を有する。但し、積層されるＥＬ層は、２層に限られることはなく、ＥＬ
層の間に電荷発生層を挟んで３層以上が積層された構造としてもよい。
【０１４２】
　また、図１１における２つのＥＬ層（第１のＥＬ層１１０２（１）、第２のＥＬ層１１
０２（２））の間に設けられる電荷発生層１１０５は、第１の電極１１０１と第２の電極
１１０４に電圧を印加したときに、一方のＥＬ層に電子を注入し、他方のＥＬ層に正孔を
注入する機能を有する。例えば、第１の電極１１０１に第２の電極１１０４よりも電位が
高くなるように電圧を印加した場合、電荷発生層１１０５から第１のＥＬ層１１０２（１
）に電子が注入され、第２のＥＬ層１１０２（２）に正孔が注入される。
【０１４３】
　なお、電荷発生層１１０５は、光の取り出し効率の点から、可視光に対して透光性を有
する（具体的には、電荷発生層１１０５に対する可視光の透過率が、４０％以上）ことが
好ましい。また、電荷発生層１１０５は、第１の電極１１０１や第２の電極１１０４より
も低い導電率であっても機能する。
【０１４４】
　また、電荷発生層１１０５は、正孔輸送性の高い有機化合物に電子受容体（アクセプタ
ー）が添加された構成であっても、電子輸送性の高い有機化合物に電子供与体（ドナー）
が添加された構成であってもよい。また、これらの両方の構成が積層されていても良い。
【０１４５】
　なお、正孔輸送性の高い有機化合物に電子受容体が添加された構成とする場合において
、正孔輸送性の高い有機化合物としては、例えば、ＮＰＢやＴＰＤ、ＴＤＡＴＡ、ＭＴＤ
ＡＴＡ、４，４'－ビス［Ｎ－（スピロ－９，９'－ビフルオレン－２－イル）－Ｎ―フェ
ニルアミノ］ビフェニル（略称：ＢＳＰＢ）などの芳香族アミン化合物等を用いることが
できる。ここに述べた物質は、主に１０－６ｃｍ２／Ｖｓ以上の正孔移動度を有する物質
である。但し、電子よりも正孔の輸送性の高い有機化合物であれば、上記以外の物質を用
いても構わない。
【０１４６】
　また、電子受容体としては、７，７，８，８－テトラシアノ－２，３，５，６－テトラ
フルオロキノジメタン（略称：Ｆ４－ＴＣＮＱ）、クロラニル等を挙げることができる。
また、遷移金属酸化物を挙げることができる。また元素周期表における第４族乃至第８族
に属する金属の酸化物を挙げることができる。具体的には、酸化バナジウム、酸化ニオブ
、酸化タンタル、酸化クロム、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化マンガン、酸化
レニウムは電子受容性が高いため好ましい。中でも特に、酸化モリブデンは大気中でも安
定であり、吸湿性が低く、扱いやすいため好ましい。
【０１４７】
　一方、電子輸送性の高い有機化合物に電子供与体が添加された構成とする場合において
、電子輸送性の高い有機化合物としては、例えば、Ａｌｑ、Ａｌｍｑ３、ＢｅＢｑ２、Ｂ
Ａｌｑなど、キノリン骨格またはベンゾキノリン骨格を有する金属錯体等を用いることが
できる。また、この他、Ｚｎ（ＢＯＸ）２、Ｚｎ（ＢＴＺ）２などのオキサゾール系、チ
アゾール系配位子を有する金属錯体なども用いることができる。さらに、金属錯体以外に
も、ＰＢＤやＯＸＤ－７、ＴＡＺ、ＢＰｈｅｎ、ＢＣＰなども用いることができる。ここ
に述べた物質は、主に１０－６ｃｍ２／Ｖｓ以上の電子移動度を有する物質である。なお
、正孔よりも電子の輸送性の高い有機化合物であれば、上記以外の物質を用いても構わな
い。
【０１４８】
　また、電子供与体としては、アルカリ金属またはアルカリ土類金属または希土類金属ま
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たは元素周期表における第１３族に属する金属およびその酸化物、炭酸塩を用いることが
できる。具体的には、リチウム（Ｌｉ）、セシウム（Ｃｓ）、マグネシウム（Ｍｇ）、カ
ルシウム（Ｃａ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、インジウム（Ｉｎ）、酸化リチウム、炭酸
セシウムなどを用いることが好ましい。また、テトラチアナフタセンのような有機化合物
を電子供与体として用いてもよい。
【０１４９】
　なお、上述した材料を用いて電荷発生層１１０５を形成することにより、ＥＬ層が積層
された場合における駆動電圧の上昇を抑制することができる。
【０１５０】
　また、各ＥＬ層（例えば、第１のＥＬ層１１０２（１）、第２のＥＬ層１１０２（２）
）は、それぞれ複数の機能層（正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入
層等）が積層された構成であっても良く、これらは、公知の材料を用いて、公知の方法に
より形成することができる。
【０１５１】
　本実施の形態で説明した発光素子のように、一対の電極間に複数のＥＬ層を有する場合
、ＥＬ層とＥＬ層との間に電荷発生層を配置することで、電流密度を低く保ったまま、高
輝度領域での長寿命素子を実現できる。また、照明を応用例とした場合は、電極材料の抵
抗による電圧降下を小さくできるので、大面積での均一発光が可能となる。また、低電圧
駆動が可能で消費電力が低い発光装置を実現することができる。
【０１５２】
　また、それぞれのＥＬ層の発光色を異なるものにすることで、発光素子全体として、所
望の色の発光を得ることができる。例えば、２つのＥＬ層を有する発光素子において、第
１のＥＬ層の発光色と第２のＥＬ層の発光色を補色の関係になるようにすることで、発光
素子全体として白色発光する発光素子を得ることが可能である。なお、補色とは、混合す
ると無彩色になる色同士の関係をいう。つまり、補色の関係にある色を発光する物質から
得られた光と混合すると、白色発光を得ることができる。
【０１５３】
　また、３つのＥＬ層を有する発光素子の場合でも同様であり、例えば、第１のＥＬ層の
発光色が赤色であり、第２のＥＬ層の発光色が緑色であり、第３のＥＬ層の発光色が青色
である場合、発光素子全体としては、白色発光を得ることができる。
【０１５４】
　なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせて用
いることができる。
【符号の説明】
【０１５５】
１０１、２０１、３０１、４０１、５０１　　第１の基板
１０１Ｂ、２０１Ｂ、３０１Ｂ、４０１Ｂ、５０１Ｂ　画素部（青）
１０１Ｇ、２０１Ｇ、３０１Ｇ、４０１Ｇ、５０１Ｇ　画素部（緑）
１０１Ｒ、２０１Ｒ、３０１Ｒ、４０１Ｒ、５０１Ｒ　画素部（赤）
１０２Ｂ、２０２Ｂ、３０２Ｂ、４０２Ｂ、５０５ａ１　第１の反射電極
１０２Ｇ、２０２Ｇ、３０２Ｇ、４０２Ｇ、５０５ａ２　第２の反射電極
１０２Ｒ、２０２Ｒ、３０２Ｒ、４０２Ｒ、５０５ａ３　第３の反射電極
１０３Ｂ、２０３Ｂ、３０３Ｂ、４０３Ｂ、５０５ｂ１　第１の透明電極
１０３Ｇ、２０３Ｇ、３０３Ｇ、４０３Ｇ、５０５ｂ２　第２の透明電極
１０３Ｒ、２０３Ｒ、３０３Ｒ、４０３Ｒ、５０５ｂ３　第３の透明電極
１０４、２０４、２０４ａ、２０４ｂ、２０４ｃ、５１４、５２４Ｂ、５２４Ｇ、５２４
Ｒ、５３４　　隔壁
１０５、２０５、３０５、４０５、５０５　　ＥＬ層
１０６、２０６、３０６、４０６、５０６　　半透過電極
１０７、２０７、３０７　　遮光部
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１０８Ｂ、２０８Ｂ、３０８Ｂ　カラーフィルタ（青）
１０８Ｇ、２０８Ｇ、３０８Ｇ　カラーフィルタ（緑）
１０８Ｒ、２０８Ｒ、３０８Ｒ　カラーフィルタ（赤）
１０９、２０９、３０９　　第２の基板
１１１、２１１、３１１　　ＢＭ領域
１１２Ｂ、１１２Ｇ、１１２Ｒ、２１２Ｂ、２１２Ｇ、２１２Ｒ、３１２Ｂ、３１２Ｇ、
３１２Ｒ、５１２Ｂ、５１２Ｇ、５１２Ｒ、５２２Ｂ、５２２Ｇ、５２２Ｒ　発光領域
１１３Ｂ、１１３Ｇ、１１３Ｒ、２１３Ｂ、２１３Ｇ、２１３Ｒ、３１３Ｂ、３１３Ｇ、
３１３Ｒ、５１３Ｂ、５１３Ｇ、５１３Ｒ、５２３Ｂ、５２３Ｇ、５２３Ｒ　非発光領域
３０４ａ、４０４ａ、５２０ａ、５３０ａ　第１の絶縁層
３０４ｂ、４０４ｂ、５２０ｂ、５３０ｂ　第２の絶縁層
３０４ｃ、５２０ｃ　第３の絶縁層
５００　　陽極
５０２　　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
５０３　　平坦化層
５０５ａ　反射電極
５０５ｂ　透明電極
５１０　　配線
５１５、５２５、５３５　　第１のフォトレジスト
５１６　　第２のフォトレジスト
５１７　　第３のフォトレジスト
５２６、５２７　　高精細な蒸着マスク
１１０１　第１の電極
１１０２（１）　第１のＥＬ層
１１０２（２）　第２のＥＬ層
１１０３　ＥＬ層
１１０４　第２の電極
１１０５　電荷発生層
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